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高性能の SiC-SBD が 2001 年にドイツ企業から上市された。国内においては 2010 年春から市販が始
まり、その年の暮れには、スイッチング用の MOSFET も市販され始めた。Si-IGBT （絶縁（I）- ゲート（G）
- バイポーラ（B）- トランジスタ（T））と SiC-SBD のハイブリッドインバータを地下鉄電車に用いて




へ展開して行くであろう。課題であった SiC 基板も直径 6 インチ（150mm）が入手できる。
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1980 年代後半、研究開始から約 20 年が経過して得た「ステップ制御エピタキシー」法による高品質
単結晶は「ほんまもの」であることを確信し、企業の参画なしには実用化は困難と判断して、産学連携
でデバイス化を図りたいと思った。しかし、当時は、半導体業界はランダムアクセスメモリ（DRAM）




まりは、1994 年からの関西地区を中心とするもので、関西圏の数企業が SiC 技術の手習いを行った。続
いて 1998 年から 5 年間の国家プロジェクトで、電気電子企業が世界のキャッチアップをすることに成
功した。
2010 年からの内閣府支援による「最先端研究開発（FIRST）」応募から風向きが変わった。産学官を
含む研究開発のスキームを考案し、幸いなことに 500 以上の応募の中から、30 課題の 1 つとして、採択
が決まった。いろいろな経緯から、大きな変遷があり、FIRST では大学を中心とした将来の電力イン
フラ用デバイスの基盤研究を行うことになった。京都大学を中心とする大学群・電中研・産総研のチー












常に bench mark を置きながら、研究を進める」ことがたいへん重要であると思っている。「目標は高く、





なる分野を経験し、いろいろなことを学んだ。「how to make」に加え、「what to make」を考える若い
人たちを育成することが強く要請されている。
